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NICHT FUI:lH!UEHTH'ICKlUHGEH BA ]m

SILIZITM - FLEICHENDIODE
Alleweckd iode

Meshanische Paten:
GehNuse: Allglas, DO-T
FParbring: KEatodenseite

MaBangaben in mm.
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Kurzdaten:
Sperrapannung Ug = max. a0 v
Durehlafstrom bei By = 25 °C Iy = max. 90 mi
DurchlaBatrom, Scheitelwert Ip = =ax. 100 mA
Umgebungstemperatur by = max. 90 °
Durchlafspannung bei Ip = 10 mA, 8 = 25 °C Up = 0,8 V¥
Sperratrom bei Uy = 80 V, 8; = T8 o g = 20 i
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
BA 100

Absolute Grenzwerte: (gllltig bias G‘U _x}

Sperrapannung: Uy = max; 60 WV
DurchlaBstrom bei &y = 25 “C: Ip = max, 00 mA
Purchlafstrom, Scheitelwert: Ip u = max, 100 mA
fberlastungs-Stromsto: ip atopn = BAXs 200 mA
Umgebungstemperatur; Itn = min. =55 OC

by = maz. 90 °C
Lagerungstemperatur: IIE = min. =58 °C

bg = max. 90 °C

Wirmewiderstand:
WErmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: R v s 0,4 grd/o¥

KEennwerte:

Durchlabspannung bei 8y =28 °C  bei Bp.=80.°C  bei 8y.=_75.°
bei Iy = 0,1 mA: Uy = 0,85 (5 0,78) 0,5 v
bei Iy = 1 mA: Uy = 0,68 (0,8...1) 0,6 (0,4...0,9) v
bei Ip = 30 mA: Up = 0,00 (5 1,5) 0,85 (& 1,5) v

Sperrstrom
bei Ug = 10 V:  Ip & 5 10
9

uA
bei Ug = 60 V: Iy 10 20 "
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